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1．緒言 

GaN は現在、LED や LD などの光デバイス

として用いられているほか、その広いバンドギ

ャップから SiC に並んで次世代のパワー半導

体として期待されている。GaNの成膜ではGaN

基板が高価で大口径なものがないことなどか

らサファイア基板上に成長するヘテロエピタ

キシャル成長が一般的であるが、サファイア基

板も比較的高価であることや絶縁性物質であ

ることから汎用性に欠けるため、Si や SiC 基

板上に成長するための研究が行われている[1]。

当研究グループではこれまでに Si(001)基板上

への c 軸配向多結晶 GaN の成長を確認してい

る。本研究の目的は Si 基板上に GaN を MBE

成膜し、電流電圧（IV）測定による整流評価、

PL（フォトルミネッセンス）ならびに EL（エ

レクトロルミネッセンス）発光特性の評価を行

うことである。 

2．実験方法 

p型もしくはn型のSi(001)基板表面を酸化膜

除去を行った後、窒素ラジカルソースを用いた

RF-MBE 成長法により基板温度約 600℃にて

GaN 成膜を行った。n 型 Si 基板上に p 型 GaN

（Mgドープ）を成膜した試料と、逆に p型 Si

基板上に n 型 GaN（Si ドープ）を成長した試

料の２種類の pn 接合サンプルを用意した。放

熱用 Al 基板上にて作製した試料に結線および

Au 電極処理を行った後、IV 測定や EL 測定な

どの光学特性評価を行った。 

3．実験結果と考察 

n-Si/p-GaN 試料における電流電圧測定の結

果を Fig.1 に示す。Fig.1 には市販の Si ダイオ

ードおよびGaNベースLEDの整流曲線も比較

のために記載している。n-Si/p-GaN 試料では

2eV以下と 3～4eV付近において２段階の整流

性が見られている。2eV 以下の閾値は Si のバ

ンドギャップに相当し、3～4eV 付近は GaNの

バンドギャップに相当すると考えられる。 

 

Fig 1  IV curves of PN diode of Si/GaN 

n-Si/p-GaN構造について 1DDCC[2]によるシ

ミューレションを行いキャリアの再結合位置

を確認したところ n-Si の領域であることがわ

かった。２段階整流性は試料内の不均一性を反

映している可能性がある。 
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